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บทคดัย่อ 

 

        โครงสร้างโลหะ/ฉนวน/โลหะ (MIM) ไดรั้บการคาดหวงัวา่จะนาํมาประยกุตใ์ชเ้ป็นสวทิซ์ความตา้นทาน

สาํหรับหน่วยความจาํเขา้ถึงโดยสุ่มแบบความตา้นทาน (RRAM) ซ่ึงมีจุดเด่นกวา่หน่วยความจาํแบบไม่ลบ

เลือนชนิดอ่ืน ๆ เช่น กินไฟตํ่า, ความเร็วสูง และค่าความจุต่อพื้นท่ีมาก โดยทัว่ไปโครงสร้างแบบ MIM จะ

ประดิษฐข้ึ์นโดยการปลูกฟิลม์บางโลหะและฉนวนซอ้นเรียงทบักนัเป็นชั้น ๆ หรือท่ีเรียกวา่วธีิ bottom-up ใน

งานวจิยัน้ีไดน้าํเสนอวธีิการประดิษฐโ์ครงสร้าง MIM แบบใหม่โดยใชก้ลอ้งจุลทรรศน์แรงอะตอม (AFM) ซ่ึง

เป็นวธีิการท่ีมีศกัยภาพมากในการสร้างโครงสร้างระดบันาโนเมตร รอยต่อ Ti/TiOx/Ti ถูกประดิษฐข้ึ์นบน

แผน่รองรับ SiO2/Si wafer โดยการเคลือบฟิลม์บางโลหะไททาเนียมดว้ยวธีิ ดีซี แมกนีตรอนสปัสเตอร่ิงและ

ตามดว้ยการสร้างลวดโลหะออกไซดโ์ดยวธีิ AFM อุปกรณ์ถูกตรวจสอบพื้นผวิ สมบติัทางเคมี และสมบติัทาง

ไฟฟ้า โดยใช ้ กลอ้งจุลทรรศน์แรงงอะตอม (AFM), Auger Electron Spectroscopy (AES) และ การวดั

ความสัมพนัธ์ของกระแส-ความต่างศกัยไ์ฟฟ้า ผลการทดลองพบวา่ ลวดโลหะออกไซดท่ี์สร้างข้ึนมีขนาด

ความกวา้งในช่วง 50-200 nm ซ่ึงสัมพนัธ์กบัค่าไบแอสความต่างศกัย ์(-1 ถึง -10 V) และอตัราในการสแกน (1 

- 0.1µm/sec) ของโพรบ AFM สเปกตรัม AES พบสัดส่วนของ OKLL ต่อ Ti peak ของลวดโลหะออกไซดสู์ง

กวา่สัดส่วนบนฟิลม์ Ti ซ่ึงสามารถยนืยนัการเกิดโครงสร้างออกไซด ์ จากความสัมพนัธ์ของกระแส-ความต่าง

ศกัยพ์บการเปล่ียนแปลงความตา้นทานของอุปกรณ์เม่ือเปล่ียนค่าไบแอสความต่างศกัย ์ ซ่ึงช้ีใหเ้ห็นถึงความ

เป็นไปไดใ้นการนาํไปประยุกตใ์ชเ้ป็นสวทิซ์ความตา้นทาน 
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Research Title: Fabrication of Metal/Metal-oxide nanowire/Metal Structure for Resistive Random 

Access Memory 
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ABSTRACT 

 

        Metal/Metal-oxide (Insulator)/Metal (MIM) structures are promising to be a resistive switching device 

for a resistive random access memory (RRAM). It has been shown the advantages of low power 

consumption, high speed operation, and high density integration. In general, MIM structures are fabricated 

by growing metal and insulating films into the stack layers (bottom-up approach). In this work, we 

demonstrate the planar-type MIM junction using the Atomic Force Microscopy (AFM) in the growth of 

insulating layer or channel. Planar-type Ti/TiOx/Ti junction were fabricated on SiO2/Si wafer by sputtering 

of Ti thin films, and following with the local oxidation on Ti film by AFM. The devices were investigated 

for their morphological, chemical and electrical properties via AFM, AES and I-V measurements. The 

morphology shows the insulating channel width in order of 50-200 nm corresponding with the increase of 

negative tip bias (-1 to -10 V) and the decrease of scanning rate (1 to 0.1µm/sec). The AES spectra show 

that the ratio of OKLL to Ti peak is larger than that of the Ti film substrate. This result confirms the formation 

of oxidizing Ti channel. The current-voltage curve shows the change of resistance with the bias voltages. 

This result suggests that this device structure has the feasibility for the resistive switching device. 

 

Keywords :  Resistive switching, Atomic Force Microscopy, and local oxidation  
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